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투과전자현미경(TEM;Transmission Electron Micr-

oscopy) Low Dose 영상법을 이용하여 고분자 나노

와이어 트랜지스터 특성을 규명하였음. 고려대 최동

훈 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 평면성을 지닌

DPP 기반의 고결정 고분자 DPPBTSPE(1,2-bis(5-

(thiophen–2-yl)selenophen- 2-yl)ethene)을합성하

였고 Soxhlet 추출법을 이용 하여 분자량이 68 kDa

과 8 kDa에해당하는두종의고분자를얻음. 분자량

에 따른 박막 특성을 관 찰하고, 단결정 고분자 나노

와이어(SC-PNW) 트랜지스터를형성하여내재적특

성을 확인하였으며, 8 kDa의 고분자인 SC-PNW가

높은 종횡비를 가지며 적층방향이 나노 와이어

성장방향과 수직임을 규명하였음. 나노와이어 전계

효과트랜지스터구현시 24 cm² V－¹s－¹의높은전하

이동도를 보였 으며 광트랜지스터 적용 시 평균광감

응성 (R) 및 최대 광감응성 (R) 은 각각 160-170 A

W－¹과 1920 A W－¹으로 박막 기반의 광 트랜지스

터보다약 1000배높은특성을보임.

기대효과

분자나노와이어를이용한트랜지스터, 광트랜지스

터의개발및제품화

연구내용

[그림 1] (a, b) PNWs TEM 영상, (a) high- and (b) low-

MW DPPBTSPE. (C, d) Low Dose 영상법을이용

한 PNWs 의 SAED patterns, (c) high- and (d)low-

MW DPPBTSPE.
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